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(3) Leuchtdiode 

@ Schnell kuhlende Leuchtdiode mit einem Substrat (32) 
mit einem Satz von Halbleitern, die an dem Substrat befe- 
stigt sind, einer gasdichten Abdeckung (36) aus hochther- 
misch leitfahigem Material, wobei deren Innenseite den 
Halbleiter (31) und das Substrat (32) aufnimmt, mit einer 
Elektrode (33) f wobei eine Mehrzahl von Halbleitern auf 
dem Substrat befestigt und mit der Elektrode verbunden 
sind, mit einer Abdeckung, welche in einem Metallbehal- 
ter aufgenommen ist und den Grund der gasdichten Ab- 
deckung abdichten kann, mit zwei oder mehr Zuleitun- 
gen, die sich von der gasdichten Abdeckung erstrecken, 
einem Dielektrikum (37) als isolierende Kuhlflussigkeit 
oder GasfuJIung in der gasdichten Abdeckung, welche die 
Halbleiter beruhrt, wobei das Dielektrikum in die gasdich- 
te Abdeckung einfuhrbar ist, nachdem Gas aus der Ab- 
deckung entfernt ist, und die Warme durch die dielektri- 
sche Umgebung des Halbleiters, des Substrats und der 
Zuleitungen abfuhrbar und von der Oberflache der gas- 

• dichten Abdeckung entfernbar ist, wobei Substratlamel- 
len den thermischen Austausch bei der Erzeugung von 

' Lichtenergie verbessern. 
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Leuchtdiode 



Die Erfindung betrifft eine Leuchtdiode und insbesondere eine schnell kuhlende 
Leuchtdiode, die ubliche Beleuchtungseinrichtungen ersetzen kann, die den 
Schaltungsaufbau vereinfacht, Energie einspart und den Lichtwirkungsgrad 
verbessert. urn die Lebensdauer des leuchtenden Halbleiters zu erhohen. 

Leuchtdioden (LED) werden in modemen Technologien vielfach verwendet, und zwar 
in unterschiedlichen Spezifikationen im Bereich der Anzeige, der Darstellung, der 
Verkehrslichttechnik, der Beleuchtung, usw.. 

Eine ubliche Leuchtdiode enthalt einen abgedeckten Halbleiter und eine Elektrode, 
wobei durch warmeisolierendes Epoxyd der Halbleiter sowie Zuleitungen geschiitzt 
werden. 



LED's haben jedoch auch Nachteile: Der Schaltungsaufbau eines Satzes eines 
Halbleiters und einer Elektrode ist mit Epoxydharz umgeben, das einen 
geschlossenen Raum fur Warme darstellt. Obgleich der Halbleiter einer LED 
ublicherweise eine Kaltlichtquelle darstellt, erzeugt der Halbleiter jedoch Warme beim 
Licht aussenden und die Temperatur der aktiven Ebene erreicht 400°C. Gleichwohl 
ist die Strahlungseffizienz der LED nicht betroffen, da sie einen hohen 
Energieaustauschwirkungsgrad aufweist. Die Umgebung des Halbleiters ist der 
goldene Strahlungsbereich. Die Hitze kann jedoch nicht abgestrahlt werden, da der 
Halbleiter 11 von dem Epoxyd umgeben ist. Die Hitze kann nur auf einem Weg 
abgeleitet werden, namlich iiber die Zuleitungen, welche die Regel der 
Hitzeableitung miftachtet. 

Obgleich die Temperatur einer LED konstant oder gering ist, heifit dies nicht, dass 
eine LED keine Warme produziert. Die LED ist ein Element aus Halbleiter, so dass 
Uberhitzungstemperaturen zu einem Bruch der Junction" (der aktiven Schicht einer 
P-N-Verbindung) fuhrt, so dags der Abgabewirkungsgrad reduztert ist und sogar 
Schaden entstehen. Hohere Strome fuhren zum Einbrennen der LED, so dass die 
Hitze ein hauptsachlicher Grund ist, dass die Qualitat der LED und des Halbleiters 
sich verschlechtert. 



Aufgrund von Dampf und Oxidation und weil das den Halbleiter und die Elektrode 
umgebende Material Epoxydharz ist, erzeugt die Verbindung zwischen der Zuleitung 
und dem Epoxyd einen Freiraum, wenn Warme produziert wird. Daher konnen 
Feuchtigkeit, Luft und andere Unreinheiten leicht in die LED eintreten und den 
Halbleiter korrodieren, welches den Abbau beschleunigt und die Lebenszeit verkurzt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine schnell kuhlende Leuchtdiode 
anzugeben, die die vorgenannten Nachteile vermeidet. 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebene Erfindung gelost. 

Gemaft der Erfindung ist die Schaltung des Halbleiters und der Elektrode fest auf 
einem Substrat und einer Zuleitung fixiert und in einer strahlungs- und gasdichten 
Abdeckung (z. B. Glas) aufgenommen. Gas wird im Volumen vollstandig 
herausgesaugt und es wird isolierende oder kuhlende Fliissigkeit oder Gas 
(Dielektrikum) eingefuhrt und abgedichtet, so dass die LED in stabiler Umgebung und 
keine Luft, Feuchtigkeit und Unreinheiten, die den Halbleiter beschadigen, eintreten 
konnen. Soweit es die Hitze betrifft, kann diese in einen Strahlungsbereich urn den 
Chip geleitet werden oder an aufcere Lamellen und dann durch die dielektrische 
gasdichte Abdeckung schnell nach aufien in die Luft abgeleitet werden, so dass 
Spezifikationen nicht mehr beschrankt sind und die Merkmale und die Lebensdauer 
betrachtlich verbessert sind. 

In einer weiteren Ausbildungsform der Erfindung ist eine schnell kuhlende 
Leuchtdiode angegeben, die mehrere Chips enthalt, da sie gute Abstrahlungswerte 
aufweist. Z. B. kann Weiftlicht durch Mischen von blauen und gelben Halbleitem 
erzeugt werden, und die Mischung von blauen, grunen und roten Halbleitem kann 
verschiedene Lichtfarben erzeugen. Aufgrund hoher Volumenleistung kann die 
schnell konventionelle kuhlende Leuchtdioden-Leuchten und LED-Arrays ersetzen. 

Gemali einem dritten Aspekt der Erfindung wird eine Leuchtdiode angegeben, bei 
der die Abdichtung in einem metallenen Behalter aufgenommen ist, urn Start- und 



Steuerschaltungen darin aufzunehmen, und diese direkt mit emem iiblichen 
Lampensockel zu verbinden. 

Nachstehend wird die Erfindung im einzelnen anhand eines Ausfiihrungsbeispiels 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht einer iiblichen Leuchtdiode, 

Fig- 2 eine vergrolierte Ansicht eines Teils von Fig. 1, die den Freiraum des 
Zufuhrdrahtes und des Epoxyharzes zeigt, 

Fig- 3 eine perspektivische Ansicht einer Kaltlicht-Leuchtdiode gemaB einer 
Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 4 eine Schnittansicht, die die Kuhlung zeigt, und 

Fig. 5 eine Schnittansicht, die eine andere Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt. 

Fig. 3 zeigt die perspektivische Ansicht einer Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung. Der Halbleiter 31 ist primar auf dem Substrat 32 angeordnet und an einer 
Elektrode 33 befestigt. Die Zuleitung 34 erstreckt sich durch die Abdichtung 35. Der 
Korper des genannten Elements wird mit einer gasdichten Abdeckung 36 versehen, 
aus der das Gas vollstandig herausgesaugt ist. Schlieftlich wird das Dielektrikum 37 
■n d.e Abdeckung injiziert. In der Abdeckung befindet sich das Substrat 32, an dem 
em Satz von Lamellen 38 befestigt ist. Die Abdichtung befindet sich in einem 
Meta.lbeha.ter und nimmt Start- und Steuerschaltungen auf und kann mit einem 
ubhchen Lampensockel verbunden werden. Das Ende der Abdichtung 35 ist iiber die 
Zulertung 34 mit der Elektrode 35 verbunden. Die gasdichte Abdeckung 36 besteht 
als flache (Fig. 2) oder gewolbte (Fig. 3) Abdeckung aus einem Material hoher 
therm,scher Leitfahigkeit und kann unterschiedliche Spezifikationen und Formen 
aufwe.sen. Der Innenraum ist fur die Korperelemente bestimmt. Das Dielektrikum 37 
,das in die gasdichte Abdeckung 36 injiziert wird, bertihrt den Chip 31 und das 
Substrat 32 direkt und es beruht auf Gas oder einer isolierenden Kuhlfliissigkeit Ein 
anderes Beispiel ist ein Vakuumraum gemaft Fig. 4. Hierbei wirt die vom Chip 31 



produzierte Warme 50 durch Strahlungsabgabe verteilt und es ist geniigend Raum 
fur Chips vorhanden, die in dem Vakuumraum befestigt werden konnen. 

Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht einer anderen Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung mit einer Leuchtdiode. Wie in der Figur dargestellt ist, wird der Chip 31 
eingeschaltet, urn Licht zu erzeugen. Die entstehende Warme 50 wird durch das 
Dielektrium 37, das den Chip 31 umgibt, das Substrat 32 und die Stromzufuhr 34 
abgegeben und von der Oberflache der gasdichten Abdeckung und den 
Substratlamellen 38 schnell abgegeben, urn die Warmeaustauschrate zu verbessem. 

Die Erfindung verwendet Konstruktionsmerkmale und Elektronikcharakteristika, 
welche die physikalischen Gesetze beachten und den Warmeaustausch betrachtlich 
verbessem, urn den Durchbruch von Leuchtdioden zu verbessem und die 
Lebensdauer zu erhohen. Die Erfindung ist sehr kosteneffektiv in der Industrie und 
trifft die aktuellen Bedurfnisse und Sicherheitsanforderungen. 



Obgleich die vorstehende Beschreibung Ausfuhrungsformen darstellt, ist es dem 
Fachmann gelaufig, dass jegliche Anderungen oder Abweichungen der Beispiele der 
vorliegenden Erfindung am Schutzumfang der beigefugten Anspruche verbleiben. 



Anspruche 

Schnell kiihlende Leuchtdiode mit einem Substrat (32) mit einem Satz von 
Halbleitern, die an dem Substrat befestigt sind, einer gasdichten 
Abdeckung (36) aus hochthermisch leitfahigem Material, wobei deren 
Innenseite den Halbleiter (31) und das Substrat (32) aufnimmt, mit einer 
Elektrode (33), wobei eine Mehrzahl von Halbleitern auf dem Substrat 
befestigt und mit der Elektrode verbunden sind, mit einer Abdeckung, 
welche in einem Metallbehalter aufgenommen ist und den Grund der 
gasdichten Abdeckung abdichten kann, mit zwei oder mehr Zuleitungen, 
die sich von der gasdichten Abdeckung erstrecken, einem Dielektrikum 
(37) als isolierende Kuhlflussigkeit oder Gasfullung in der gasdichten 
Abdeckung, welche die Halbleiter beruhrt, wobei das Dielektrikum in die 
gasdichte Abdeckung einfuhrbar ist, nachdem Gas aus der Abdeckung 
entfernt ist, und die Warme durch die dielektrische Umgebung des 
Halbleiters, des Substrats und der Zuleitungen abfiihrbar und von der 
Oberflache der gasdichten Abdeckung entfernbar ist, wobei 
Substratlamellen den thenmischen Austausch bei der Erzeugung von 
Lichtenergie verbessern. 



Leuchtdiode nach Anspruch 1, bei der das Dielektrikum als Vakuum 
ausgebildet ist und die durch die Halbleiter erzeugte Warme uber 
Strahlungsabgabe verteilt wird. 

Leuchtdiode nach Anspruch 1, bei der die Abdeckung mit einem ublichen 
Lampensockel verbindbar ist, und die Leiterenden der Abdichtung mit der 
Zuleitung der Elektrode verbunden sind. 
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